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1. はじめに 

太さがマイクロナノメートルサイズの従来のシリコンワイヤは、基板に対して面で接している

ことから形状の自由度が小さい。これに対して、我々は転位を形成した単結晶 Si基板を陽極酸化

することで自由度の大きい Siワイヤを作製する方法を開発してきた[1,2]。今回は、形成した転位

の状態とその後の陽極酸化で形成したワイヤの断面形状との関係について検討した。 

2. 実験方法 

基板として p形、(100)面の単結晶 Siを用い、この表面に硬質ペンを用いて溝を形成後、HF水

溶液中で陽極酸化してワイヤを作製した。このとき、溝形成時のペン圧及び陽極酸化時間を変化

させた。また、溝及びワイヤの微細構造を FE-SEM（JEOL, JSM-7100F）を用いて評価した。 

3. 結果と考察 

形成された溝及びワイヤの表面及び断面 SEM像を Fig.1に示す。これらの像から転位の深さ d

およびワイヤの高さ hを求めた。ペン圧と転位の深さの関係を Fig.2に示す。ペン圧の増加ととも

に転位の深さは比例的に増加した。転位の深さとワイヤの高さの関係を Fig.3に示す。転位の深さ

が増加するとともにワイヤの高さも増加した。一方、陽極酸化時間の影響は見られなかった。 

4. おわりに 

本研究の方法で Siワイヤを作製する場合、ペン圧によってワイヤの断面形状を制御できること

がわかった。また、この断面形状は転位の状態に強く依存していることが確認された。
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